DENEY NO 1.3.1 _
DENEY ADI: MOSFET DENEYLER]

1.3.1.1 MOSFET Acilma Testi

Devreyi sekil 1.3.7’deki gibi kurunuz.
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DENEYIN YAPILISI:

1- Gerekli baglantilari yaptiktan sonra devreye gerilim veriniz.

2- Gate gerilimine yavas yavas artirarak osiloaskoptan cikis gerilimini izleyiniz. Bu
anda cikis gerilimi besleme gerilimi olan 15V civarinda olmalidir.

3- Gate gerilimi 3V civarina gelince cikis gerilimi yavasca azalmaya baslayacaktir.
Bu andaki gate gerilimini kaydediniz. (Mosfet iletime gegmeye baslamistir.)

4- Gate gerilimini artirmaya devam ediniz. Cikis gerilimi kisa bir slire sonra en az
seviyesine inecek ve artik diismeyecektir. (Mosfet iletimdedir.)
Bu voltaj dederi 4.3V civarindadir.

5- Gate gerilimine gore cikis grafigini giziniz.
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1.3.1.2 MOSFET Anahtarlama Testi

Devreyi sekil 1.3.11’deki gibi kurunuz.
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DENEYIN YAPILISI:

1- Girise 10V tepe dederine sahip, 10kHz'lik kare dalga uygulayarak, Vgs kapi

kaynak gerilimini(Y1), ve Vps akag-kaynak gerilimini(Y2) osiloskopta
gozlemleyerek ciziniz. Y2 kanalindan gorduginiz akacg-kaynak gerilimi gergek
akag-kaynak gerilimi midir? Osiloskobun 6lcim problarindan birini Y ile
gosterilen noktaya takarak, akag akimini gézlemleyiniz ve giziniz.
Uyguladiginiz kare dalganin tepe dederini 10V'den yavas yavas dislrerek, bir
onceki asamada o6lcim aldiginiz dalga sekillerini gozlemleyiniz. Ne gibi
degisiklikler gozlemliyorsunuz? Gerilimi dlisirmeye devam ediniz ve MOSFET'in
acilmasi igin gerekli olan esik gerilimi(Vy,) dederini tespit ederek, not aliniz.
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IGBT'LER

IGBT’ler, giic MOSFETIleri ve BJT'lerinin bazi avantajlarini Gzerinde toplayan bir
anahtarlama elemanidir. MOSFET’e benzer olarak, yluksek bir kapi empedansi vardir
ve bu da anahtarlama kolayligi saglar. IGBTlerin , B]Tler gibi, iletim gerilim distmleri
oldukga kucguk, ileri kirllma gerilimleri de oldukca buyuktir. Kapidan kanal icerisine
azinlik tasiyicilari injeksiyonu olmadigindan BJT’ler gibi ikincil kirilma gerilimi
problemleri de yoktur. BJTlerden daha ylksek anahtarlama frekanslari vardir ama
MOSFET kadar yiksek hizlara ulasamazlar. Yine de anahtarlama karakteristikleri

hemen hemen MOSFETIle aynidir.

IGBT’lerin 3 adet terminali vardir ve bunlar kapi, emitdér ve kolektoér olarak
adlandirilir. Cikis karakteristigi ise belirli bir kapi-emitor gerilimi icin, kolektér akiminin
kolektor-emitor gerilimine gore dedisimidir. IGBT'nin semboll ve cikis karakteristigi

sekil 1.3.13'te go6sterilmistir.
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DENEY NO: 1.3.2 _
DENEY ADI: IGBT DENEYLERI

1.3.2.1 IGBT Acilma Testi:

Sekil 1.3.14' deki devreyi kurunuz
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DENEYIN YAPILISI:

1- Gerekli baglantilari yaptiktan sonra devreye gerilim veriniz.

2- Gate gerilimine yavas yavas artirarak osiloaskoptan cikis gerilimini izleyiniz. Bu
anda cikis gerilimi besleme gerilimi olan 15V civarinda olmalidir.

3- Gate gerilimi 5V civarina gelince cikis gerilimi yavasca azalmaya baslayacaktir.
Bu andaki gate gerilimini kaydediniz. (IGBT iletime gecmeye baslamistir.)

4- Gate gerilimini artirmaya devam ediniz. Cikis gerilimi kisa bir slire sonra en az
seviyesine inecek ve artik dismeyecektir. (IGBT iletimdedir.)

Bu voltaj dederi 7V civarindadir.

5- Gate gerilimine gore cikis grafigini giziniz.
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1.3.2.2 IGBT Anahtarlama Testi

Sekildeki devreyi kurunuz.
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Ayni sekilde Vge kapi-emitér, Vce kolektér-emitér gerilimlerinin ve Ic kolektér
akiminin dalga sekillerini gézlemleyerek ciziniz. IGBT'nin iletim esik dederini de bir
onceki deneydeki gibi tespit ediniz.
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